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Анализ фазового и элементного составов гетероструктур GeSi, изготовленных на нету-
гоплавких подложках, проведён с помощью экспрессной и неразрушающей методики —
спектроскопии комбинационного рассеяния света. Показано, что применение импульсных
лазерных отжигов позволяет варьировать элементный состав и размеры нанокристаллов,
формируемых из твёрдых растворов германия и кремния.
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Введение. Прогресс физики и технологии полупроводников связан с полупроводнико-
выми наногетероструктурами, среди которых наиболее перспективными являются кванто-
вые точки [1–3]. Квантовые точки на основе германия и кремния могут применяться как в
детекторах, так и в источниках излучения [3, 4]. Создание источника излучения в монолит-
ном исполнении на подложке кремния остаётся одной из актуальных задач. Это объясня-
ется тем, что быстродействие вычислительных схем на основе многоядерных процессоров
значительно возрастает при использовании оптической связи для передачи информации

между ядрами процессора. Продемонстрировано, что все оптоэлектронные элементы за

исключением источника света могут быть изготовлены в рамках планарной кремниевой

технологии [5]. Колебательный спектр наноструктур определяется их составом, размера-
ми, формой, механическими напряжениями в системе [6–8].

Задача данной работы— исследование фазового и элементного составов гетерострук-
тур GeSi, которые получены по низкотемпературной технологии и могут быть масштаби-
рованы для создания структур большой площади в целях применения в широкоформатной

микроэлектронике.
Аппаратура.Методы измерений. Плёнки аморфного гидрогенизированного крем-

ния (a-Si:H) были изготовлены методом плазмохимического осаждения из смеси моноси-
лана (SiH4) и водорода (H2) при температуре 220

◦С на нетугоплавких стеклянных под-
ложках. Толщина плёнок определялась временем осаждения, контролировалась по данным
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